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Sulfatierte Zirkonoxide sind interessante Isomerisierungs-katalysatoren [1], deren 
Wirkungsweise aber unverstanden ist. Wir entwickeln ein leitfähiges und idealerweise 
strukturell geordnetes Modellsystem, um die Charakterisierung saurer Oberflächenzentren 
(mit z.B. TDS, PES) zu erleichtern. Mit Hilfe von einem self-assembled monolayer, einer 
organisierten Schicht langkettiger Tensidmoleküle, lassen sich auf Substraten wie Silicium 
aus wäßriger Lösung dünne sulfathaltige Filme abscheiden, die überwiegend aus 
nanokristallinem ZrO2 bestehen [2]. 
Der Einfluß von Abscheidedauer und -temperatur sowie des nachfolgenden Waschens und 
Calcinierens auf die Qualität von ZrO2-Filmen wurde mit SEM und AFM untersucht. 
Abscheidung aus HCl-saurer 4mM Zr(SO4)2-Lösung bei 343K führt zu einem raschen 
Filmwachstum innerhalb weniger Stunden, jedoch bilden sich Partikel (³ 200nm) in der 
flüssigen Phase, die in die Filme inkorporiert werden und zu Defekten führen. Diese Filme 
sind gekennzeichnet durch eine lose oberste Schicht von schlieren- und knochenartigem 
Aussehen (Licht-mikroskop), die beim Waschen mit H2O entfernt wird. Darunter befindet 
sich eine haftende Schicht mit einer Rauhigkeit von Rrms=3,2nm (AFM). Bei 323K bleiben 
die Abscheidelösungen klar, und durchgehende Filme von 5-10 nm Dicke werden erst nach 
etwa 24 h erhalten. Diese Filme sind bereits im ungewaschenen Zustand glatt (Rrms=1,3nm) 
und weitgehend defektfrei. Calcinieren bei 773K führt mitunter zur Rißbildung, aber immer 
zu glatteren Filmoberflächen. 
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